
 
Fig. 1 GIXRD patterns of HZO films 
after RTA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2 AFM surface views of HZO 
films after RTA; HfO2 650OC (upper) 
and HZO 550OC (lower). 
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強誘電相(Hf､Zr)O2 (HZO)は、未だ実現されていない、超高集積

不揮発性メモリデバイスや、ニューロモルフィックシステム用シ

ナプスデバイスとしての不揮発性アナログメモリの用途などの可

能性で、多くの注目を集めている。前回の報告では、ミスト CVD

由来HZO強誘電体薄膜の強誘電性アナログメモリデバイスとして

の利用可能性を示した[1]。しかし、使用した HZO 薄膜は全て

as-depo であり熱処理されていないため、熱処理後の結晶特性を調

べる必要があった。本研究では新たに、膜厚約 20nm のミスト CVD

由来 HZO 薄膜に対して、堆積後アニーリング(PDA)として RTA を

行い、検討を行った。ミスト CVD は大気圧プロセスであり、原料

溶液は基板表面付近で急速に蒸発し堆積する。これは ALD などの

真空成長プロセスとは異なっており、ミスト CVD と他の真空プロ

セスとの間で結晶化膜特性の違いが予想される。安定相である常

誘電体 monoclinic 相発生を抑制し、準安定強誘電体 orthorhombic

相を得るためには、PDA（電極形成後熱処理 PMA も含めて）が効

果的であることが明らかになっている[2]。 

まずミスト CVD 由来 HfO2 薄膜の GIXRD パターンを、550〜

650 ℃での RTA 処理後に測定したところ、650℃でいくつか明確な

結晶ピークが観察された（Fig. 1）。主要な結晶相は monoclinic 相で

あるが、orthorhombic/tetragonal/cubic(o/t/c)相のピークが 30.8°付近

に観察された。この時、同 HfO2薄膜の AFM 表面像（Fig. 2）で観

察された粒径は 50-100nm であった。一方、ミスト CVD 由来

Hf0.55Zr0.45O2薄膜の GIXRD パターンは、RTA 温度が 550〜650℃の

場合に HfO2 薄膜とは異なる挙動を示し、o/t/c 相のピークが

monoclinic 相のピークよりも大きく現れた。また AFM 表面像にお

いても、HZO と HfO2とで明らかに異なった表面構造が観察された。

HZO 薄膜は HfO2 薄膜よりも強誘電相を得やすいことが認識され

ており[2]、上記の結果は妥当と考えられる。結論として、PDA を

施したミスト CVD 由来 HZO 薄膜は、同製法の HfO2薄膜と比較し

て強誘電体 orthorhombic 相に対応する明確な結晶性を示すことが

分かった。 
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